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 暫定版 データシート 

RQK0606KGDQA 
シリコン Nチャネル MOS FET 
電力スイッチング 

特長 

• 低オン抵抗 
RDS(on) = 173 mΩ typ (VGS = 4.5 V, ID = 0.8 A) 

• 駆動電流が小さい。 
• スイッチング速度が速い。 
• VDSS ≥ 60 Vでかつ低電圧駆動 (2.5 V駆動) 
 

外観図 
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【注】 現品表示マークは「KG」です。 

 

絶対最大定格  
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 

ドレイン・ソース電圧 VDSS 60 V 

ゲート・ソース電圧 VGSS ±12 V 

ドレイン電流 ID 1.5 A 

せん頭ドレイン電流 ID(pulse)
注 1 6 A 

逆ドレイン電流 IDR 1.5 A 

許容チャネル損失 Pch 注 2 0.8 W 

チャネル温度 Tch 150 °C 

保存温度 Tstg –55～+150 °C 

【注】 1.  PW ≤ 10 μs, Duty cycle ≤ 1%での許容値 

 2. ガラスエポキシ基板 (FR-4  40 x 40 x 1 mm) 使用時の許容値 
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電気的特性 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

ドレイン・ソース破壊電圧 V(BR)DSS 60 — — V ID = 10 mA, VGS = 0 

ゲート・ソース破壊電圧 V(BR)GSS  +12 — — V IG =  +100 μA, VDS = 0 

ゲート・ソース破壊電圧 V(BR)GSS  –12 — — V IG =  –100 μA, VDS = 0 

ゲート遮断電流 IGSS — —  +10 μA VGS =  +10 V, VDS = 0 

ゲート遮断電流 IGSS — — –10 μA VGS = –10 V, VDS = 0 

ドレイン遮断電流 IDSS — — 1 μA VDS = 60 V, VGS = 0 

ゲート・ソース遮断電圧 VGS(off) 0.4 — 1.4 V VDS = 10 V, ID = 1 mA 

ドレイン・ソースオン抵抗 RDS(on) — 173 225 mΩ ID = 0.8 A, VGS = 4.5 V 注 3 

ドレイン・ソースオン抵抗 RDS(on) — 207 290 mΩ ID = 0.8 A, VGS = 2.5 V 注 3 

順伝達アドミタンス |yfs| 2.3 4 — S ID = 0.8 A, VDS = 10 V 注 3 

入力容量 Ciss — 200 — pF VDS = 10 V 
VGS = 0 
f = 1 MHz 

出力容量 Coss — 25 — pF 

逆伝達容量 Crss — 14 — pF 

ターン・オン遅延時間 td(on) — 11 — ns ID = 0.8 A 
VGS = 10 V 
RL = 12.5 Ω 
Rg = 4.7 Ω 

上昇時間 tr — 27 — ns 

ターン・オフ遅延時間 td(off) — 31 — ns 

下降時間 tf — 4 — ns 

全ゲート電荷 Qg — 2.2 — nC VDD = 10 V 
VGS = 4.5 V 
ID = 1.5 A 

ゲート・ソース電荷 Qgs — 0.4 — nC 

ゲート・ドレイン電荷 Qgd — 0.7 — nC 

ダイオード順電圧 VDF — 0.8 — V IF = 1.5 A, VGS = 0 注 3 

【注】 3. パルス測定 
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主特性 
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外形寸法図 

MASS (Typ) [g]

0.011

Previous CodeRENESAS Code

PLSP0003ZB-A MPAK(T) / MPAK(T)V

JEITA Package Code

SC-59A

© 2013 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

D
e

A

A A
b

x S AM

E HE

AA2

A1

S

b

A-A Section

c

Q c

L
L1

LP

A3

A
A1
A2
A3
b
c
D
E
e

HE
L
L1
LP
x
Q

1.0
0

1.0
⎯

0.35
0.1
2.7

1.35
⎯
2.2

0.35
0.15
0.25
⎯
⎯

Min Nom
Dimensions in millimetersReference 

Symbol Max
⎯
⎯
1.1

0.25
0.4

0.16
⎯
1.5

0.95
2.8
⎯
⎯
⎯
⎯
0.3

1.3
0.1
1.2
⎯
0.5
0.26 
3.1
1.65
⎯
3.0
0.75
0.55
0.65
0.05
⎯

 
 



RQK0606KGDQA 暫定版 

R07DS0310JJ0300  Rev.3.00  Page 8 of 8 
2014.01.10  

発注情報 

発注型名 梱包数量 梱包形態 

RQK0606KGDQATL-H 3000個 φ178mmリール, 8 mm エンボステーピング 
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